5. uzdevums

Lokalizéto stavok|u salidzinajums silicija dioksida stikla, legéta ar siliciju un
aluminiju.

Rezultati

Tika pétiti elementarie elektronu procesi, kuri notiek, ierosinot kvarca stiklu ar
eksimera lazeriem. To pé&tijumiem tika izmantotas luminiscences metodes.
Ir atklats, ka, ierosinot kvarca stiklu pie zemam temperattram ar lazera starojumu,
stipri pieaug jauna luminiscence, kas ir saistita ar raksturigo skabekla deficita
centru ("ODC" - oxygen deficiency centers) klatbitni, un kuras intensitate nav
atkariga no silicija vai aluminija piejaukumiem. lzvirzits modelis, kura So
luminiscences pieaugumu izskaidro ar autolokalizéta cauruma rekombinaciju ar
elektronu, kas sakerts uz ar skabekla deficitu saistita centra (ODC).
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Electronic processes in Si- or Al- doped silica under ArF laser excitation
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